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摘要(译)

以有源矩阵型液晶显示装置为代表的电光装置通过切割摩擦工艺制造，
此外，通过减少工艺步骤的数量来实现制造成本的降低和产量的提高。
制造TFT。通过形成具有反向交错型n沟道TFT的像素TFT部分和存储电
容器，通过使用三个光掩模执行三个光刻步骤，此外，通过执行一次光
刻形成壁状间隔物而具有均匀的单元间隙在不进行摩擦处理的情况下，
可以实现具有宽视角显示的多畴垂直取向型液晶显示装置，并且其中可
以控制液晶分子的切换方向。
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